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AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le comité d’études 47 de la CEIl: Dispositifs a semi-

conducteurs.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
47/1574/FDIS 47/1576/RVD

Lé rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute informationr
abouti a I'approbation de cet amendement.

ur le vote aya

Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de 8
pas modifié avant 2010. A cette date, la publication sera

¢ | reconduite;
*| supprimée;
| remplacée par une édition révisée, ou

| amendée.

Ppge 18

de¢ soudage
es$t destructif;

2/3.2 Description générale

Des‘ctaquelures dans le boitier et des défaillances électriques des CMS a boftier plastigye

ir
i

peuvent apparaiire lorsque la chaleur de soudage augmenie la pression de vapeur
I’humidité absorbée dans le CMS lors du stockage. Ces problémes sont évalués. La présen

e
te

méthode d’essai consiste a évaluer la résistance a la chaleur des CMS aprés les avoir
plongés dans un milieu simulant 'humidité absorbée lors du stockage en magasin ou dans un

emballage avec dessicant.
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FOREWORD

This amendment has been prepared by IEC technical committee 47: Semiconductor devices.

The text of this amendment is based on the following documents:

FDIS Report on voting
47/1574/FDIS 47/1576/RVD

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the-repdrt
on voting indicated in the above table.

The committee has decided that the contents of the base publicatio
rgmain unchanged until 2010. At this date, the publication will be

*| reconfirmed;

* | withdrawn;

* | replaced by a revised edition, or
*| amended.

Phge 19
'EST METHODS
Replace, on page 23, 1 9 .3 by the following new subclause:
283 Resistance<> astic 3 lated SMDs to the combined effect of moisture

est method for assessing the resistance to soldering heat pf
e mount devices (SMDs). This test is destructive.

ethod, SMDs are evaluated fpr

‘‘‘‘‘ wh tHa Retstd betg
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2.3.3 Appareillage d’essai et matériaux

a)

b)

Chambre d’humidité

La chambre d’humidité doit créer un environnement respectant la température et
I’humidité relative définies au point c) de 2.3.4.

Appareillage de brasage par fusion

Les dispositifs de brasage par fusion par convection infrarouge, par convection et en
phase vapeur doivent fournir des profils de températures conformes aux conditions de

chaleurde-soudage-dofiniesaux—poinrts—d)h-et-dj2)-de2-3-4-Lesreglages—du-dispesitide
brasage par fusion doivent étre réalisés a I'aide des profils de températures de la surfage
supérieure du composant, mesurées conformément a la figure 1, pendant que le spécimgn

est soumis a la chaleur de soudage.
Adhésif ou ruban mince
Puce <¢—— Thermdcoup
Broches
Résine

Supp

V‘ IEC 1746/01

A avfibre de verre époxy ou polyimide. le
composant doit étre S < t_sélon les méthodes habituelles et dans |a
i ise en place du composant, selon la figure {1,

position indiq A e 1.

necessite Ie < S conducteurs et entraine des anomalies dans lg¢s
mesures électhqueés i N estypossible de choisir une méthode évitant de changgr
la forme des S eNgossibilité doit é&tre mentionnée dans la spécificatign
applicable.

BrasageNd la vague doivent étre conformes aux conditions données qu

Solvant pour brasage par fusion en phase vapeur
Le perfluorocarbone (de 'isobuténe perfluoré) doit étre utilisé.
Elux

Sauf précision contraire dans la spécification applicable, le flux doit comprendre en masse

25 % de colophane et 75 % d’alcool isopropylique, selon les spécifications de I'annexe C
de la CEI 60068-2-20.

Matériau de soudage

Il est nécessaire d’utiliser un matériau de soudage dont la composition est spécifiée dans
I'annexe B de la CEl 60068-2-20.
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2.3.3 Test apparatus and materials

a) Humidity chamber

The humidity chamber shall provide an environment complying with the temperature and
relative humidity defined in item c) of 2.3.4.

b) Reflow soldering apparatus
The infra-red convection, the convection and the vapour-phase reflow soldering apparatus

G a6 O PE e > O OW—SO01G€ RO—apPPatratdS—SH8 pe
adjusted by temperature profiling of the top surface of the specimen while it is undergoing
the soldering heat process, measured as shown in figure 1.

Adhesive agent or thin tape

Lead pins 4

c] Holder
Unless otherwise detdied ation, any board material, such as epoxy
fibreglass or polyimi ) der. The specimen shall be placed on the
holder by the usus i ssitftoras shown in figure 1. If the position of the
specimen, as/show essjtates changing the shape of terminations and
results in sue i asurement anomalies, a position that avoids changing
the shape of té \ 3 osen, and this shall be specified in the relevant

specification.

Perfluoroecarbon (pgrfluoroisobutylene) shall be used.

f)l Flux

Untess otherwise detailed in the relevant specification, the flux shall consist of 25 % by
weight of colophony in 75 % by weight of isopropyl alcohol, both as specified in appendix|C
of IEC 60068-2-20

g) Solder
Solder of composition as specified in appendix B of IEC 60068-2-20 shall be used.
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2.3.4 Procédure

a) Mesures initiales
1) Contréle visuel

Le contréle visuel, conformément a I'article 5 du chapitre |, doit étre réalisé avant
I'essai. Il faut étre particulierement attentif aux fissures externes et aux gonflements, a
rechercher sous un grossissement de 40x.

2) Mesure électrique

Les essais electriques doivent étre realises selon les prescriptions de la specification
applicable.

3) Contrdle interne par tomographie acoustique

I'appendice |I.
b] Séchage

Sauf précision contraire dans la spécification applicab
125 °C £ 5 °C pendant au moins 24 h.

c] Absorption d’humidité

e d'emballage du composant
ant avant le soudage efst
doit étre soumis a I'étuvage

Sauf précision contraire dans Ia spécifica'n app ce, onditions d’absorptign
' %

Pour les CMS so les conditions d’absorption d’humidité
spécifiées dan S la méthode B, tableau 2 peuvent étfe
utilisées. Pour [le y 8 ge’/ avec dessicant, le conditionnement popr

absorptiond'h phases. La premiére phase est destinée |a
simuler ‘n \'CMS avant l'ouverture de I'’emballage avg¢c
dessicant od d€ a seconde phase de conditionnement vise a simulgr
I’absorption g idi al cours du stockage aprés I'ouverture de 'emballage
avec dess{cah M _soudage (environnement non protégé). Le conditionnemeht

selec 'onn i a méthode A ou B. La méthode A doit étre utilisée lorsque
I’han ' I’emballage avec dessicant ou dans I'armoire séche efst

spécifié e fabNcant comme se situant entre 10 % et 30 %. La méthode B doit étfe

i). (Méthode A
Sauf précision contraire dans la spécification applicable, il est nécessaife
d’exécuter la premiére phase de conditionnement A1 indiquée au tableau {I.
Illférimlrnmnnf, il est nédcessaire dexécuter la seconde phnen de _conditionnemehnt

A2 indiquée au tableau 1, dans les quatre heures qui suivent aprés la fin de la
premiére phase de conditionnement (voir 11.2.2 de I'appendice Il).
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2.3.4 Procedure

a) Initial measurements
1) Visual inspection

Visual inspection, as specified in clause 5 of chapter 1, shall be performed before the
test. Special attention shall be paid to external cracks and swelling, which will be

looked for under a magnification of 40x.
2) Electrical measurement

Electrical testing shall be performed as required by the relevant specification.
3) Internal inspection by acoustic tomography
Unless otherwise detailed in the relevant specification,

with appendix I.
b] Drying

125 °C + 5 °C for at least 24 h.
c] Moisture soak

selected on the basis of the packing method
bakmg the specimen before soldexi

be used as specified in method

Late the dry”’pack/dry cabinet. The second stage

soak conditioning for dry-packed SMDs shall |

detailed in the relevant specification, the first stage

itioning A2, as shown in table 1, shall be performed within 4 h
o first stage of conditioning (see 11.1.2.2 of appendix II).

Moisture soak conditions for dry-packed >
table 1, or method R. re 1k conditioning for dry-packed SML
consists of two . st ge_ob conditioning is intended to simulate

Ds during storage after opening the dry

en the relative humidity in the dry pack or dry cabingt

as shown in table 1, shall be performed. Subsequently, the second

A’
s

pf
e

e
d

pf

oli
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Tableau 1 — Conditions d’absorption d’humidité pour CMS
sous emballage avec dessicant (méthode A)

Conditions de
stockage autorisées
dans I’emballage avec

Conditions de

Conditions d’absorption stockage en

Conditions

d’humidité : environnement non
dessicant et dans .
S N N protégé
I’armoire séche
. (85 % 2) °C, (30 £ 5) % HR,
Premiére phase de | 4 <30 °C, 30 % HR, 1 an -
conditionnement ann 24

oo N

(30 £ 2) °C, (70 £ 5) % HR,

eco‘n‘de phase de A2 _ 0 70 % HUR,168
pnditionnement 24
168 Z; h

[0))

Q

HR: Humidité relative.

NOTE 1 La premiére phase de conditionnement représente les condition

syite au ré-emballage des CMS chez le distributeur et lors du contréle d’ . Lorgque la conditi

bC
nt
bn

A1 est appliquée, les CMS doivent étre emballés dans un sachet étan s réglettes a circults
infégrés et des dessicants dans les quelques semaines qui suivent Je-s& s étre soumis a des
olvertures temporaires multiples du sachet étanche a I’humiditg eures chaque fois). Le ne-
emballage et le contrdole des CMS sont possibles tant que l'indjCateu mballage avec dessicgnt
inflique moins de 30 % d’humidité relative, étant donné que | \Ié erent 1'é iditial de I’humidité absorbge
dgdns les quelques jours qui suivent le ré-emballage. Dan ce 0as Ju taux d’humidité des CMS (voir
arficle 11.2 de I'appendice Il) n’est pas nécess idite” de I’emballage avec dessicant.
Ume vérification de l'indicateur d’humidité est
NOPTE 2 Lorsque la premiére phase de cond eqt pour abserption d’humidité n’aboutit pas a upe
sdturation, le temps d’absorption doit étre étend S dans un emballage avec dessicant ou upe
armoire séche deviennent saturés par I'humid(té acesqmulé& atncours, d'un stockage de longue durée. Le temps
d’absorption d’humidité est réduit lorsque la sat\ ratitte RteNoys de la premiére phase de conditionnement
i) Méthode B
Le conditio Qrpt d’humidité doit étre sélectionné dans |e
tableau, 2 d| ions\de stockage en environnement non protégé

préci da peécii pplicable (voir 11.1.2.3 de I'appendice II).

umidité pour CMS sous emballage avec dessican
(méthode B)

Ffableau 2 — Condition

Conditions globales depuis Conditions de stockage

L L Conditigns\d’absorption I'étuvage jusqu'a I’emballage R
Condition AP, g en environnement
C umidité avec dessicant et son o
. non protégé
\ ouverture temporaire
30°¥ 2)XC, (60 * 5) % HR,
B1 92 24 1 <30 °C, 60 % HR, 24 h <30 °C, 60 % HR, 168 h
-0
(30 £ 2) °C, (60 = 5) % HR,
B2 96 24 h <30 °C, 60 % HR, 24 h <30 °C, 60 % HR, 72 h
-0
(30T 2 °C, (60 £ 5) % MR,
B3 79424 | <30 °C, 60 % HR, 24 h <30 °C, 60 % HR, 48 h
-0
(30 £ 2) °C, (60 = 5) % HR,
B4 482 1 <30 °C, 60 % HR, 24 h <30 °C, 60 % HR, 24 h
-0
(30 £ 2) °C, (60 = 5) % HR,
B5 6 2 h - <30 °C, 60 % HR, 6 h
-0

HR: Humidité relative.
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Table 1 — Moisture soak conditions for dry-packed SMDs (method A)

Permissible storage
Condition Moisture soak conditions in the dry Condition of
conditions pack and the dry floor life
cabinet
First-stage (85 2)°C, (30 £ 5) % RH,
conditioning A1 24 <30 °C, 30 % RH, 1 year -
168 5 h
Second-stage (30 £ 2) °C, (70 +5) % RH,
AZ = <30 °C, 70 % RH, 1638 h

conditioning 168 0 h ; o ;

RH: Relative humidity. /TN
NOPTE 1 The first stage of conditioning represents storage conditions in the dry pag cabinet, as wpll
aq increasing relative humidity in the dry pack, by repacking the SMDs at the digtribute e usef's
ingpection facility. When condition A1 is applied, the SMDs must be packed into a ish ith IC tralys
arld desiccants within a few weeks of drying. They may then be subjected (g multi e Qperfings of the
mpisture-proof bag (for several hours at a time). Repack and inspection of § i ije the humidjty
inflicator in the dry pack indicates less than 30 % RH since SMDs wil}/te Iyt ¥ion of absorbgd
mpisture within a few days of repacking. In this case, the moisture conf N SMDs (see clause [].2
of|lappendix Il) is not needed as a moisture control of the dry pac ¢ \e«Moisture ndicator is sufficignt
fof moisture control.
NODTE 2 When moisture soak of the first-stage conditioning doés saturation, the soak time |is
extended to 336 h, because SMDs in a dry pack or dry cabi e Wi urated with mmsture during long-
tefm storage. When moisture soak of the first s aturatjon, the soak time is shortened.

i) Method B
The condition of moisture itioni be selected from table 2 |in
accordance with the conditi ifeNdetailed in the relevant specificatign

(see 11.1.2.3 of appendix II).

Table 2 - IK ure oak conditi ry-packed SMDs (method B)

otal conditions from baking
Condition soak conditio dry packing and temporary Condition of floor lifg
opening of the dry pack

30% 2) G, (0Q E5R%RM,
B1 19D +24 <30 °C, 60 % RH, 24 h <30 °C, 60 % RH, 168

+ 2).°SN60 25) % RH,
82/\ i <30 °C, 60 % RH, 24 h <30 °C, 60 % RH, 72 H
= 0

£ 293G/ (60 £ 5) % RH,

B3 79424 | <30 °C, 60 % RH, 24 h <30 °C, 60 % RH, 48
-0

(30 £ 2) °C, (60 + 5) % RH,
B4 48" 1 <30 °C, 60 % RH, 24 h <30 °C, 60 % RH, 24 1
-0

(30 £ 2) °C, (60 + 5) % RH,

B5 24 = <30°C, 60 % RA, 6 h
6 2 h

RH: Relative humidity.
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NOTE 3 Les conditions d’absorption d’humidité de B1 a B4 englobent les deux phases de conditionnement: la
premiere phase (30 °C, 60 % HR, 24 h) et la deuxiéeme phase en environnement non protégé.

NOTE 4 Il convient que le contenu de I'’emballage avec dessicant des CMS, réglettes a circuits intégrés et autres
matériaux, soit totalement séché juste avant 'emballage dans le sachet étanche a I’humidité et que le dessicant
soit totalement sec. La raison est que les matériaux humides et les dessicants dégradés dégagent de la vapeur
d’eau, provoquant une humidité relative dans I’emballage supérieure & 10 %. Il convient que I'humidité relative
dans I'’emballage avec dessicant soit vérifiée par I'indicateur d’humidité et la mesure de la teneur en humidité des
CMS, comme l'indique I'article 11.2 de I'appendice II.

NOTE 5 Le stockage des CMS dans une armoire seche au lieu d’'un emballage avec dessicant n’est pas autorisé
car on ne peut pas obtenir une humidité relative trés faible dans une armoire seche.

NOTE 6 Les conditions individuelles de la méthode B doivent englober 'ensemble des conditions de stockage
ddpuis Tétuvage des CMS jusqu’a leur brasage. IT convient que ces conditions incluent Ta durée du stockage dahs
le|local, depuis I’étuvage des CMS jusqu'a I'emballage avec dessicant, I'ouverture temporaire de I’emballage éet|le
stpckage en environnement non protégé.

2) Conditions relatives aux CMS sous emballage sans dessicant

La condition d’absorption d’humidité doit étre sélectionnée d
limite autorisée pour le stockage réel (voir 11.1.2.1 de I'apperdi

[ableau 3 — Conditions d’absorption d’humidité pour CMS squs gexsans dessican

. Température Humidité relative € imite autorisée
Conditions o .
C % h ~po le stockage réel

c 85 + 2 85+5 //\\m\s}g{ <30 °C, 85 % HR

D 85 + 2 605~ \ |5/ qeshes <30 °C, 60 % HR

LR: Humidité relative. ANNA RN

d] Chaleur de soudage
Sauf indication contraire dans la spécifieation i le, le composant doit étre soumis|a
la chaleur de soudage dans les quatre s i suivent la fin de 'absorption d’humidité

{ onditions, rekatives a la chaleur de soudage doivept
3) du |grésent paragraphe selon la spécificatign
ai employée, le nombre de cycles pour

a
e un et trois. Sauf précision contraire dans |a
cycle de chaleur de soudage. Si on sélectionnje

C

N \ ap { ut/stipuler un temps de stockage supérieur a 4 h aprés la fin fle
I'gbsorption d'h dité age, si I'absorption d’humidité et le séchage qui interviennent pendant pin
st b

chauffage par brasage par fusion par convection infrarouge ou pfar

ke compo$ant doit étre placé sur le support.
i) Préchauffage

Sauf indication contraire dans la spécification applicable, le composant doit étfe
prechaufféa une temperature comprise entre t06—Cett66—Cpendant—t1mim a
2 min dans I'appareillage de brasage par fusion.

iii) Chauffage a la soudure

Apres le préchauffage, la température doit étre augmentée jusqu’a la température
de créte et ensuite étre diminuée pour atteindre la température ambiante. Les
conditions de chauffage doivent étre sélectionnées dans le tableau 4 selon la
spécification applicable.

NOTE 8 Siles CMS sont épais et de grande taille, il convient que la condition |-B soit sélectionnée, étant donné

que la température des CMS épais et de grande taille, a grande capacité de chaleur, n’atteint pas 220 °C au cours
du brasage par fusion réel (voir 11.3.1 de I'appendice Il).

NOTE 9 A la suite du préchauffage, il convient que la température du composant suive les valeurs indiquées a la
figure 11.9 ou 11.10 de I'appendice Il concernant les profils de températures.
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NOTE 3 Moisture soak conditions from B1 to B4 consist of the first-stage conditioning (30 °C, 60 % RH, 24 h) and
the second-stage conditioning (floor life).

NOTE 4 Contents in the dry pack of SMDs, IC trays and other materials, should be fully dried just before packing
into the moisture-proof bag and the desiccant must be completely dry. This is because moist materials and
degraded desiccants give off water vapour, causing the relative humidity in the dry pack to exceed 10 %. The
relative humidity in the dry pack should be verified by the humidity indicator and the moisture content measurement
of the SMDs, as shown in clause 1.2 of appendix Il.

NOTE 5 Storage of SMDs in a dry cabinet instead of a dry pack is not permitted because very low relative
humidity cannot be obtained in a dry cabinet.

NOTE 6 The individual conditions of method B shall cover total storage condition from baking the SMDs to
soldering them, and this should include the duration time of room storage from baking the SMDs to packing them
info the dry pack, temporary opening of the dry pack and the floor life.

2) Conditions for non-dry-packed SMDs

The moisture soak condition shall be selected from table 3, i ccordancée , with the
permissible limit of actual storage (see 11.1.2.1 of appendix Il).

Table 3 — Moisture soak conditions for non-dry-packed\SMDs

Condition Temperature Relative humidity DuraN | m\ﬁlMIt on actug

°C % storage

C 85+ 2 N2 °C, 85 % RH

D 85+ 2 > <30 °C, 60 % RH

RH: Relative humidity.

d] Soldering heat
, the specimen shall be subjected fo

items d)1) to d)3) of this subclauge
r method is chosen, the soldering hept
um of three. Unless otherwise detailed |in
e

according to the rele
cycles shall be a mini

NOQTE 7 If the speci
oVer 4 h, a storage ti
the relevant specification.

Unless otherwise specified in the relevant specification, the specimen shall be
preheated at a temperature from 100 °C to 160 °C for 1 min to 2 min in the reflgw
soldering apparatus.

HHHAYIR <P~ P2 P2 F
III} UITUTT IIUGLIIIU

Following preheating, the temperature of the specimen shall be raised to peak
temperature and then lowered to room temperature. The heating condition shall be
selected from table 4 in accordance with the relevant specification.

NOTE 8 If the SMDs are thick and large, condition I-B should be selected, since the temperature of thick and

large SMDs having a large heat capacitance will not reach 220 °C during actual reflow soldering (see 11.3.1 of
appendix Il).

NOTE 9 Following preheating, the temperature of the specimen should follow the values as indicated in the profile
given in figure 11.9 or figure 11.10 of appendix II.
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Tableau 4 — Condition de chauffage du brasage par fusion
par convection infrarouge et par convection

Tembps Gamme de températures de
Conditions P créte
s o
C
I-A 10 £ 1 235 a 240
I-B 10 £ 1 220 a 225

N
te
af

N
in
d4
Lg

2) Méthode de chauffage par brasage par fusion en phase vapeur
i) Préparation

Le composant doit étre placé sur le support.

ii) Préchauffage

iii) Chauffage de la soudure

La température du composant doit étre a
la température du composant a atteint
pendant 40 s £ 4 s, comme indiqué au

Tableau 5 — Condition QN{ age du bras

ecC
Condition (}emp}\ﬁ:e\\ Temps
[EN s

I1-A P \ \Qijs 40+ 4

udage de tavcondition” I-B. Il convient d’omettre le brasage a la vague des conditions IlI-A et IlI-B car |
nditions \=A et |-B sont plus sévéres que les conditions IlII-A et IlI-B pour ces CMS (se référer a 11.3.3
ppendice I1).

ii) Préchauffage

=,

n

la
Dit

e)
bs
A.
He
]
He

Sauf précision contraire dans la spécification applicable, le composant doit étre
préchauffé a une température comprise entre 80 °C a 140 °C pendant 30 s a 60 s

dans l'appareil de brasage.
iii) Chauffage de la soudure

A la suite du préchauffage, le composant et le support doivent étre immergés dans
la soudure fondue en mouvement comme indiqué a la figure 2. Les conditions

d’immersion doivent étre sélectionnées dans le tableau 6.
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Table 4 — Heating condition for infra-red convection reflow
and convection reflow soldering

Time Range of peak
Condition temperature
s °
C
I-A 10 £1 235 to 240
I-B 10 £1 220 to 225

2) Method of heating by vapour-phase reflow soldering
i) Preparation
The specimen shall be put on the holder.
ii) Preheating

phase soldering apparatus.

iii) Solder heating
The temperature of the specimen shall

15 5 40+4
\J

i)

nt specification. Unless otherwise detailed in the
all not be applied to the specimen and holder.

DTE 10 on of solvent in the flux could affect the temperature rise of the specimgn
Lix should no be applied to the body of the specimen and should only be applied to lead pins ps
aringly a

DTE 11 3 )have a stand-off (height between the bottom of the SMD body and the bottom of the lepd
ih) of less than 078 ( gpt lower thermal resistance SMDs with a heat sink and whose body thickneps

quld be tested by soldering heat of condition I-A. SMDs whose body thickness exceefls
ing heat by condition I-B. Wave-soldering of conditions IlI-A and IlI-B should be omitted
cause conditions I-A anhd I-B are more severe than conditions IlI-A and IlI-B for these SMDs (refer to 11.3.3 |of
pendix IN:

il) Preheating

Unless otherwise detailed in the relevant Qpnpifihafinn’ the Qpnrimnn shall be

preheated at a temperature of 80 °C to 140 °C for 30 s to 60 s in the soldering
apparatus.
iii) Solder heating

Following preheating, the specimen and the holder shall be immersed into flowing
molten solder, as shown in figure 2. The immersion condition shall be selected from
table 6.
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/ Support Soudure fondue

/ en mouvement

Direction

IEC 1747/01

e] Reprise
Si la reprise est précisés : jon applicable, le composant doit étre stoch
dans des conditions isé€s pendant la durée indiquée dans
spécification.
NOPTE 12 Le fabricant de semicondyct i e.généralement pas d'équipements pour brasage a la vagy
Lgrsque le fabrican S 2 i ents, il convient de spécifier la méthode uniquement aprg
adcord entre le fabri i

Figure 2a — Début de I'immersion Figure 2b - Fin de 'immersion

Figure 2 — Chauffage par brasage a la vague

Tableau 6 — Conditions d’immersion pour brasage ala\wvague

-, Température de soudure Temps d’immersio de réele””
Conditions o
Cc s e brasa

-A 260 + 5 5+ 1 [\\ \ s. le vague
-8 260 £ 5 10,4~ \ \\squﬁe vague

N

elonune méthode de nettoyage précisg

iv) Nettoyage

Si le flux est appliqué, il dewa étre
dans la spécification applicable

Mesures finale

3) Coantrbole interne par tomographie acoustique

1

Direction

IEC 1748/01

e

a

Sauf indication contraire dans la spécification applicable, les craquelures internes
les déstratifications dans le composant doivent étre contrélées par tomograph

re

St i-ort ealonlannand: 1
dlUUOUIYuUT oTIUIT T ApYypyTeIiuive 1.


https://iecnorm.com/api/?name=4296766e7985de7002838ec48b1aefca

60749 Amend. 2 © IEC:2001 -15 -

Flowing molten

/ Holder solder

o

Specimen Direction Direction

IEC 1747/01 mrinikienes IEC 1748/01

Figure 2a — Start of immersion Figure 2b — End of immersion

Figure 2 — Heating by wave-soldering

Table 6 — Immersion conditions for wave-soldgr'\

. Temperature of solder Immersing time Actualsold in}/
Condition °c s ethod

lI-A 260 + 5 541 [\ inaﬁg-wave
-8 260 £ 5 10 £ 4~ N DN X Doubté-wave

iv) Cleaning \>

If the flux is applied, it shall p ed b a@e g method detailed in the
relevant specification.

e] Recovery

er

dges not have access to he

mpnufacturer and the custo
f)] Final measur
1) Visual inspect

wWise specified in the relevant specification, internal cracks and
delamination in the specimen shall be inspected by acoustic tomography in accordange
with appendix I.
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2.3.5 Informations a inclure dans la spécification applicable
Paragraphe
2.3.3

a) Matériau du support point ¢)

b)  Position du composant sur le support point ¢)

c) Composition du flux point f)

d Nombre de composants d’essai 2.3.4

e Parametre et critéres de défaillance pour la mesure initiale point a)

f) Pré-conditionnement

g Méthode d’absorption d’humidité

h Conditions de séchage

i) Conditions d’étuvage remplacant 'absorption d’humidié point ¢)

i) Méthode d’absorption d’humidité pour les CMS sous em point ¢)1)
dessicant

k Temps entre les phases d’absorption d’humidité point ¢)1)i)

) Conditions des épreuves de pre point ¢)1)i)
nécessité éventuelle d’'une autre

m) Temps de conditionnement de la pra point ¢)1)i)
d'absorption de 168 h est insuffis

n Conditions d’absorpti point ¢)1)ii)
emballage parfaite

o} Conditions d’absonptionnd’hu point c)2)
sans dessicant

p Temps ent@!' point d)

q Méthode et cofdition d point d)

r) Nombre de ®yc point d)

s Conditigns de Rrés point d)1)
infrarQuge ef pakicogve

t) Condition 3 point d)1)
infrarouyge_et pax cohvection

u Conditions depréchauffage pour brasage en phase vapeur point d)2)

v Méthode de fixation au support (type d’adhésif) point d)3)

w Conditions de préchauffage pour brasage a la vague point d)3)

x)  Méthode de nettoyage pour le flux point d)3)

y) Temps de reprise point e)

z) Parametre et critéres de défaillance pour les mesures finales point f)
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2,

3.5 Information to be given in the relevant specification

Material of holder

Position of specimen on the holder
Composition of flux

Number of test specimens

Subclause
2.3.3
item c)
item c)
item f)
2.3.4

Item and failure criteria for initial measurement
Preconditioning

Method of moisture soak

Conditions of drying

Baking conditions instead of the moisture soak
Method of moisture soak for dry packed SMDs

Period between the stages of moisture soak conditioni

Conditions of first-stage and second-stage conditiop
and whether another condition is needed

Number of cycles o
Preheat cons
reflow soldering

Heating conditjo

Recovery conditidons

Item~and failure criteria for final measurement

item ¢)1)i)
item ¢)1)i)

item c¢)1)ii)

item ¢)2)
item d)
item d)
item d)
item d)1)

item d)1)
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Appendice |
(normatif)

Méthode de controle par tomographie acoustique

1.1 Objet

Le¢ contréle par tomographie acoustique est prescrit en 2.3.4 afin de contrbler l'intégri
interne initiale du composant et les dégradations de [lintégrité inter a la suite ¢
I'application de la chaleur de soudage.

. Equipement

ge-C (imag

Djspositif de tomographie acoustique capable de fonctionner
% AVEeC Une précisiq

plane) dans une plage de fréquences comprises entre 10
dé 0,5 mm2 ou plus en surface d’'image plane.

.B Procédure de controle

andée par le fabrica

.3 Etuver to
travers des ¢ S

iminer toute humid

1.3.4 Placer Jje I'appareil de tomographie acoustique. Sauf indicatid
contraire dafs la ifi applicable, les cbtés, les faces supérieure et inférieure ¢

L.

ultrasonore daijt 8ire gjustée sur les premiéres interfaces (par exemple la surface de la pug
pour le conirdle du coté supérieur et la surface inférieure de 'embase pour le contréle du cé
inférieur)y-Si des dégradations de l'intégrité éloignées des premiéres interfaces so
detectées, la concentration du faisceau doit étre changée en conséquence.

u
e
G
nt

1.3.6 Optimiser la réponse signal/bruit du systéme acoustique et des composants en cours

d’évaluation.

1.3.7 Effectuer le contrble pour tous les composants spécifiés en 2.3.4.
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Appendix |
(normative)

Methods of inspection by acoustic tomography

.1 Object

::]spectlon by acoustic tomography is required by 2.3.4 in order to inspect the specimer
itial internal integrity and internal integrity anomalies subsequent to solde

. Equipment

the 10 MHz to 75 MHz frequency range with an accuracy of Q
plane image.

I.B Procedure of inspection

clacks for the period and tempera

in the relevant s

Ap acoustic tomography unit capable of operating in the C-Scan (x : de withjin

1.B.4 Place the i i ography apparatus. Unless otherwise detailgd

pf

=

1.3.5 Unless othérwiss detaj g relevant specification, the focus of the ultrasonic beam
shall be adju i interfaces (for example the surface of the die for the top-side
iispection afd th ace of the die pad for the bottom-side inspection). If afy
integrity an i the first interfaces are detected, the focus shall be changgd
agcordi

1.3.6 Optimize signal-to-noise response of the acoustic system and units und
eyaluation:

.B.7 “Complete inspection for all specimens specified in 2.3.4.
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1.4 Critéres de défaillance

1.4.1 Sauf précision contraire dans la spécification applicable, les dégradations de l'intégrité
interne suivantes doivent étre considérées comme inacceptables.

a) La déstratification de toute zone sur la surface supérieure de la puce.

b) Des craquelures internes de résine qui croisent un fil de connexion, une soudure en boule

ou une soudure en coin.

Des craguelures—internes—de résine—gui-s-étendent-a-toute partie-interne {(par-exemple-de
< < g A0 Lig

éV

DTE 1 Si 'on suspecte des fissures internes de résine du

Autres dégradations de l'intégrité susceptible
‘Autres essais de fiabilité, mentionnés en 1.4.2.

’embase au doigt de connexion).

Des craquelures internes de résine qui s’étendent sur plus des deux
entre une partie interne et I’extérieur du composant. Ces dégradation

de la distan( e

I'intégrité interne ne seront pas acceptées si la surface e a
déstratification ou de la fissure sont précisés dans la spécificatig

Une large déstratification de toute partie interne qui crois , une
soudure a boule ou une soudure en coin.

Une large déstratification ou une large craquelure intg n

électrique ou thermique.

ité

Paragraphe
1.3.4

1.3.5
point e) de 1.4.1
Surface et'emplacement de la déstratification ou de la fissure point f) de 1.4.1

Dégradations supplémentaires de l'intégrité interne
a considerer comme inacceptables 1.4.2
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1.4 Failure criteria

1.4.1 Unless otherwise detailed in the relevant specification, the following internal integrity
anomalies shall be unacceptable.

a) Delamination of any area on the top surface of the die.

b) Internal resin cracking that intersects a bond wire, ball bond, or wedge bond.

c) Internal resin cracking extended to any internal feature (for example, from die pad to lead

finger).

Cr

cri
gs§

Sy

O QO O T o

ofher than a), b), c), d), e) and f) detail 3y bellisted as grounds for rejection.

Internal resin cracking extending more than two-thirds of the distance from any internfl
feature to the outside of the specimen. These additional internal integrity anomalies:shall
be unacceptable if the area and location of the delamination or crack/are specified in the
relevant specification.

bond.
Wide delamination or wide internal crack that degrades ™a i or thermial
specification.

DTE 1 If internal resin cracks of b), c), d) and f) above are suspe
bss-sections must be made to verify the suspected sites.

DTE 2 Internal integrity anomalies in this subclause are sp of to awqid failures such as external
hcks, electrical and thermal failures in the population ¢ € imgrs. Other integrity anomalies that mpy
nerate reliability failures must be checked by/6ther reliab} A i 2.

1.2 Unless otherwise detailed in the ificatien, internal integrity anomalig¢s

Subclause

1.3.4

1.3.5

item e) of 1.4.1
item f) of 1.4.1
1.4.2
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Appendice Il
(informatif)

Précisions et descriptions de la méthode d’essai sur la résistance
des CMS a boitier plastique a I'effet combiné de I'humidité
et de la chaleur de soudage

1|1 Description de I’absorption d’humidité

11J1.1 Directives concernant I’absorption d’humidité

Lorsque les craquelures du boitier sont engendré
I’Ibsorption d’humidité de la condition C ou D, il
spus emballage avec dessicant ou de les stockerd

S| les craquelures sont générées paria c qle
Il méthode A et de la méthode B,
slir les cartes imprimées.

II{1.2 Considérations 3

11§1.2.1 Description gé

La présence d’'h AN

e$t nécessaire

cfaquelures du boiti M d; i isi ’ a
plice. La figure IN\p esete ‘ Aricti ) . , idite
a85°Cet85% 3 : ‘épai ssine, inférieute
di boitier jug 3 , i 1 indi ' i
obtenir la satyration

Lés caractéristiques\d ahsbrption d’humidité, telles que celles de la résine A de la figure II.
présentent une\itessg d’absorption lente qui est néanmoins considérée comme significativ
La figure IfhA~et lesAigures I1.4 a 1.8 représentent les caractéristiques d’absorption de

rgsine A:

La.saturation est nécessaire dans les essais de chaleur de soudage afin de simuler yn
ch@e-bnw-@m-&mmWﬁrﬁsmmﬂw@Mﬁ—smW ; Uit e

avec dessicant ou placés en entrepbt. La vitesse de diffusion de la vapeur d’eau dans la
résine dépend uniquement de la température. Si I'on considére I’épaisseur de la résine définie
a la figure 1.2, le temps mis par I’humidité pour arriver a saturation a 85 °C dépend de
I’épaisseur de la résine, comme l'illustre la figure 11.3. Il semblerait que, pour un CMS normal
dont I'épaisseur de la résine est comprise entre 0,5 mm et 1,0 mm, un temps d’absorption
d'humidité de 168 h soit nécessaire.

o P
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Appendix Il
(informative)

Details and descriptions of test method on resistance
of plastic encapsulated SMDs to the combined effect of moisture
and soldering heat

1|1 Description of moisture soak

I1{1.1 Guidance for moisture soak

packed SMDs which have been stored under room conditions.

W here package cracking is generated by solderlng heat after t N
o}

If| the cracking is generated by solder heating 4 I 0ak of method A af
mlethod B, it is recommended that SMDg = ib ing soldered on to the PCB

The presence of moisture |n i iffysion of water vapour into the resin. T}
mloisture content of th & S inep
emanates from near thedie pa i amriples of characteristics for moisture soak

85 °C, 85 % relatjwe h igure I1.1. In the case where the resin thickne
from the bottoméi?}a
168 h are needed for,

oisture soak ch ' that of resin A in figure 11.3, show a slow moisture soak

speed whic considered significant. Figure II.1 and figures 1.4 to Il

fined in_figure 11.2, saturating moisture time at 85 °C depends on the resin thickness
own-in figure 11.3. It would appear that, for a normal SMD whose resin thickness is from
5mm’to 1,0 mm, 168 h of moisture soak time are required.

}eed of water vapquf into resin depends only on temperature. Given the resin thickness

ing

y-
y-

C

d

uJ

e

At
bS

W
-

8

DI

ion

S
S
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La teneur en humidité de la résine a saturation dépend de la température et de I’humidité
relative, comme lillustre la figure 1l.4. L’humidité relative nécessaire pour I'absorption
d'humidité peut étre déterminée a partir de la figure 11.4 (de fagon, par exemple, a faire
correspondre la teneur en humidité a 85 °C avec la teneur en humidité a 30 °C, la
température de stockage réelle). Les conditions de I'absorption d'humidité pour les essais de
chaleur de soudage dérivent de la figure 1.4, comme l'indique le tableau I1.1.

La figure I1.5 illustre la teneur en humidité de la résine a la premiére interface (surface
supérieure de la puce ou surface inférieure de I'embase) dans les conditions d'absorption

dl HPA Y 4 41 alibs 4 Ll <l rs L
TUTITIUTIiT ©TU ITOo LUTIUTUUTIO TTTIITOS UT DLUUT\OHU-

10
8 /168h
“e
O
'5% 6 + 72
=
2 4
&g 47
= O
3w
2
se 2| 24h
0 8h

] |r\ 1
NONLRX SO vay
.'\—|Suffa .arer}kaMé\l Embase I/

arriere du CMS mm

IEC 1749/01
Figure 1.1 = humidité a 85 °C, 85 % HR

Pastille

IEC 1750/01

Sy



https://iecnorm.com/api/?name=4296766e7985de7002838ec48b1aefca

60749 Amend. 2 © IEC:2001 - 25 -

The saturated moisture content of resin depends on temperature and relative humidity as
shown in figure 1l.4. The relative humidity required for moisture soak can be determined from
figure I1.4 (for example, so that the content of moisture at 85 °C can be made to correspond
with the content of moisture at 30 °C, the actual storage temperature). Conditions of moisture
soak for soldering heat tests are derived from figure I1.4 as shown in table I1.1.

Figure 11.5 shows the moisture content in resin at the first interface (top surface of die or
bottom surface of die pad) under conditions of moisture soak and real storage conditions.

10

8 8h
= 6 72
g5
35
g 4
o €
o T
23
20
S 2 | 24
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400
Q
=
=0
E% 300+
G E "
=3 Résine A
35 =
Q.0 200 -
8%
&5
Sw <
5o 100-
5 O n
8_.(7’07
m\e g /
L g2 0
5o 2 0,5 '
o 0 , 1

Epaisseur de la résine  mm

Conditions
de stockage

10

idité de la résine

50 % HR
N | 30 % HR
1 . | ] 1 .
20 40 60 80 100
Température °C
IEC 1752/01

Figure ll.4 — Ten€éur en humidité a saturation de la résine en fonction de la température

Tableau Il.1 — Comparaison entre les conditions réelles de stockage et les conditions
d’absorption d’humidité équivalentes avant la chaleur de soudage

Humidité relative pour

Conditions Conditions réelles de stockage I’absorption d’humidité a 85 °C
%
A1 30 °C max., 30 % HR max. 30+5
30 °C max., 85 % HR max. 85+5

30 °C max., 60 % HR max. 60+5
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400

h

300 -]

Resin A
200 -

100 -

__—

T
0 0,5 1

Resin thickness mm

Time for nmjoisture content of resin
at the first|interface to reach 95 %

Figure 1.3 — Moisture soak time to saturation at 85 °C as a funct

Storage Moisture so
conditions conditions

at 30 °C at 8>5}_\

1000% RH
©
2
c
o
[&]
(]
3
' 50 % RH
30 % RH
! ' ] .
40 60 80 100
Temperature °C
IEC 1752/01
Figure emperature dependence of saturated moisture content of resin

Table 1.1 — Comparison of actual storage conditions
and equivalent moisture soak conditions before soldering heat

Relative humidity for moisture

Condition Actual conditions of storage soak at 85 °C
%
A1 30 °C max., 30 % RH max. 305
30 °C max., 85 % RH max. 85+5

D 30 °C max., 60 % RH max. 60 £5
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85 °C, 85 % HR, 168 h
30°C, 85 % HR, 1an

h

85 °C, 60 % HR, 168 h .
§ 30 °C, 60 % HR, 1an

Sa

i S

2.

Teneur en humiditd de la résine a la premiére
interface aprés abdorption d’humidité mg/cm3

»85 °C, 30 % HR, 168 h

S
30 °C, 30 % HR, 1 an (condition de stockage en emballage

avec dessicant) (\ Q
0 " L

£ figure 11.6 i
nditionnement \deA
otégé de 30 °C, 79
I’'emballage avec des

L
o
p

11j1.2.2 Conditionnement pour absg

L

c

S S

un an, et ou lI'emballage ~Qu l'armoire 6uverts temporairement, un nomb
glielconque de fois, pends 3

P N

0,5 1
Epaisseur de la résine  mm

méthode A d’absorption d’humidité & i iyde 2.3.4 est fondée sur de¢s
{nditions ou les CMS sont stockés da p e
che pendant une longue durée, dans ht

G
i3, a condition que l'indicateur d’humidité

songitionnement de la premiére phase A1 et |e
éprésentent complétement un environnement non
I'ouverture de I'’emballage avec dessicant méme [si
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10
85 °C, 85 % RH, 168 h
30 °C, 85 % RH, 1 year
8 8r 4
& b
8
£
BE sl 85°C,60%RH, 168h .
=5 § 30 °C, 60 % RH, 1 year
£t
¢

»85 °C,30 % RH, 168 h (\
2r _

»x
30 °C, 30 % RH, 1 year (storage condition in dry pack) <\
O 1

0 0,5
Resin thickness mm

Moisture content of
after moisture soaki

A1 and the second-stage conditioning A2
0 % RH, 168 h after opening the dry pack evén
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10 T T

8 |- -

30 °C, 70 % HR, 168 h aprés absorption
d’humidité de 85 °C, 30 % HR, saturation

6 (condition A1 + condition A2)

3

30°C, 70 % HR, T68 h apres

Teneur en humidité de la résine
a la premiére interface  mg/cm

4 I ouverture de 'emballage ]
avec dessicant
85 °C, 30 % HR, niveau de
¢saturat|on
AN el —————
\ 30 °C, 30 % HR, 1 an (condition de 'emballage seQ
0 L L
0 05 ¢

Epaisseur de la résin

L ' c)1)ii) de 2.3.4 est fondée sur dIs
conditions ou les CMS, les reglettes griaux ont été complétement étuves
immeédiatement avant fermé \ 8 avec\dgéssicant et ou le volume du dessicant
s¢ché ajouté au sachet envelgoppe as pfion de I'humidité diffusée a travers |e
sachet enveloppe. L’inf8 :

[

I'utilisation d'jndica ; g nidité jin situ d’une sensibilité qui donne l'alerte
sur une pertende A’ intégrité ~ ,

n!
et

a

a

un effet 3|gn|f|cat|f sur la résistance a la soudure par refusion, les CMS epals évalués avec
les conditions de la méthode B doivent étre stockés dans des conditions inférieures a
10 % HR.

La figure I1.8 donne un exemple montrant comment la teneur en humidité calculée de
I'interface des produits soumis aux essais de la condition B peut ne pas reproduire de fagon
adéquate la teneur en humidité de l'interface calculée pour les environnements les plus
utilisés dont la teneur en humidité est supérieure a 10 %.
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10 T T
8 |- _
30 °C, 70 % RH, 168 h after moisture
soak of 85 °C, 30 % RH, saturation
o 6 (condition A1 + condition A2)

30 °C, 70 % RH, 168 h arter
opening the dry pack

85 °C, 30 % RH, saturation

¢ level

\ 30 °C, 30 % RH, 1 year (condition of the dry pack)Q
0 L L \

Resin thickness mm

Moisture conten{ of resin at
the first interfacd mg/cm

IC

th bag ensures absorption of moistuf

diffused through the enclosure™y g Integhit pack is verified through

a] use of in situ moisture icators\of asensitivity that will alert for loss of enclosufe
bag mtegnty@

b] determination 1) i sontent as shown in clause 11.2. Environmental exposufe

time includes e

F .7 sk A dyrelation between method B conditions and long-term storage
al elevated moi itis This calculated figure indicates that conditions B1 to B5
demonsttate™potential cort Iatlon problems for thick SMDs where the moisture content of the
sforage enviconmeniis~greater than 10 %.

In SMDs with-interface to package exterior thickness greater than 1 mm, conditions B1 to B5
are no_more severe than 30 °C, 10 % RH, for one-year storage. Therefore, if a 10 % RH
SEturatlon condition at the interface is deemed to have a significant effect on the reflgw

performance, thick SMDs assessed with method B conditions shall be stored in COhdItIOII!S

I thaon 40 0/ DL
vWwoT trarr T9U /0 T\ 1.

Figure 11.8 provides an example of how the calculated interface moisture content of condition
B-tested products may not adequately replicate the calculated interface moisture content for
the most used environments at greater than 10 % moisture content.
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10 T T
B1: 30 °C, 60 % HR, 192 h aprés étuvage complet
B2: 30 °C, 60 % HR, 96 h aprés étuvage complet
81 B3: 30 °C, 60 % HR, 72 h aprés étuvage complet h
_gmg B4: 30 °C, 60 % HR, 48 h aprés étuvage complet
@ ?E» B5: 30 °C, 60 % HR, 6 h aprés étuvage complet
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a la premiére inte

Figure 1.7 — Variation de la teneur en humi

en fonction de I’épaisseur de la résine lié
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ockage a 30 °C, 20 % HR, 1 an

130 °C, 60 % HR, 168 h apres
stockage a 30 °C, 30 % HR, 1 an

30 °C\30 % HR, 1 an

30 0 % HR, 1 an
§ CA0%HR Tan __ & AT ———C
0 0,5 1,0 1,5
Epaisseur de la résine  mm

IEC 1756/01

Figure 1.8 — Variation de la teneur en humidité de la résine a la premiére interface
en fonction de I’épaisseur de la résine liée a la condition B1
de la méthode B d'absorption d'humidité
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10 T T
B1: 30 °C, 60 % RH, 192 h after complete baking
B2: 30 °C, 60 % RH, 96 h after complete baking
81 B3: 30 °C, 60 % RH, 72 h after complete baking ]
B4: 30 °C, 60 % RH, 48 h after complete baking
@ B5: 30 °C, 60 % RH, 6 h after complete baking
6 i

Moisture content of resin at
the first interfage  mg/cm

Figure 11.7 — Dependence of the moistur te f resinnat the first interface
on resin thickness tedﬁz‘%od @9 soak

10 T —
; o RE, 168.h after complete baking
ion B
% RH,N92h after complete baking
)

B1

prage of 30 °C, 20 % RH, 1 year

30 °C, 60 % RH, 168 h after
storage of 30 °C, 30 % RH, 1 year

0 0,5 1,0 1,5

Resin thickness mm
IEC 1756/01

Figure 11.8 — Dependence of moisture content of resin at the first interface
on resin thickness related to condition B1 of method B of moisture soak
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1.2 Procédure pour la mesure de la teneur en humidité

La teneur en humidité contenue dans un composant («Moisture content of a device» (MCD))
est souvent utilisée pour indiquer la teneur en humidité des CMS. La mesure de la MCD doit,
cependant, étre employée avec prudence pour les raisons suivantes:

lorsque l'absorption d'humidité n’aboutit pas a la saturation, la teneur en humidité de la
résine a la premiére interface n’est pas représentative, car la répartition de I'humidité dans
les CMS peut étre variable. Par exemple, la surface du CMS peut contenir un niveau élevé

Al |

H P-4 + AN [l I H N 3 Al + + - I £ E
UTTUTIIumG, tdiiuto YYut Ta partic 1mioTime Uu LCUTTTPU ATl Tol OTUITTT, TUTTTVETOTITTITTIL,

a taux d’humidité égal, la teneur en humidité contenue dans le composant (MCD) variefa
selon le pourcentage de résine qu’il contient.

le composant est a nouveau pesé (y);

la teneur en humidité contenue dans le co
I’équation suivante:

3.1 Profil de tempé

et par conyec
e chauffage dQ

L4 Br
convection spécifié & la
fiiure 11.9.

S| la tempér périeure du CMS est inférieure a 220 °C pendant le brasage
par fusig Songiti réelles, il est possible d’appliquer le profil de températufe
inférieur 2. 18k

Afin d’obtenir unjqint de soudure correct entre les CMS et les cartes imprimées (PCB), il gst
généralenrent nécesSaire que la température du joint de soudure soit au moins de 215 °C.
Eifant denné que les températures en plusieurs points de la carte imprimée ne sont pas

(¢

nstantes au cours du brasage par fusion par convection infrarouge, une températufe
axinmale de 235 °C sera atteinte a certains joints de soudure afin de maintenir la température de

tous Tesjoints de soudure de tous les CMS sur Ia carte imprimee a une valeur superieure a
215 °C.

Pour les CMS typiques, la température de la surface supérieure dépasse 220 °C lorsque
la température des joints de soudure est établie a 235 °C. En conséquence, le profil de la
figure 11.9 doit étre sélectionné.
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.2 Procedure for moisture content measurement

The moisture content of a device (MCD) is often used to provide an indication of moisture
content in SMDs. Measurement of the MCD shall, however, be used carefully for the following
reasons:

A

[72]

when the moisture soak does not result in saturation, the moisture content of the resin at
the first interface will not be representative, since moisture distribution in SMDs may be
variable. For example, the surface of the SMD may contain a high level of moisture
whereas the inner part of the device is dry, and vice versa;

though the moisture content of resin is equal, according to the ratio of resin in the devick,
the MCD varies.

procedure for measuring the moisture content of a device is described q

the device is weighed with an accuracy of 0,1 mg per device (x);
as permitted by the absolute maximum rating of storage U the relevant

the device is re-weighed (y);
the moisture content of the device (MCD) is calc

envection reflow soldering specified in d)1) pf
perature profile shown in figure 11.9.

SMD is below 220 °C for real-life reflow soldering,
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r
least 215 °C. Since the temperatures at several points of the
infrared convection reflow soldering, a maximum temperature pf
¢ certain solder joints in order to maintain the temperature of all

br typical-SMDs, the temperature of the top surface will reach in excess of 220 °C when the

Tlected.

mperature of the solder joints is set at 235 °C. Accordingly, the profile of figure 1.9 shall e
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Dans le cas de CMS épais et de grande taille (par exemple d’'une épaisseur de 3,0 mm et
d’un volume supérieur & 2 000 mm3) & large capacité de chaleur, la température de la surface
supérieure a tendance a ne pas atteindre 220 °C dans de nombreuses conditions de
chauffage. Par conséquent, il convient que la figure 11.10 soit sélectionnée et le profil de
température a utiliser doit étre précisé dans les spécifications applicables.

1 1s

Y

Ost
240 °C max. <
\*

235°C

Températyire

/"‘; 100 °C & 160 °C
— 1 mina2min

pératura

S

100 °C 4160 °C

1 min a 2 min

Temps
IEC 1758/01

ofil de température du brasage par fusion par convection infrarouge
et par convection (condition I-B)

Figure)lh1(0

11]3.2,-Profil de température du brasage en phase vapeur

Le chauffage de la soudure utilisant le brasage en phase vapeur spécifié en d)2) de 2.3.4 doit
étre exécuté selon le profil de température illustré a la figure 11.11.
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Thick and large SMDs (over 3,0 mm in thickness and over 2 000 mm3 in volume for example)
with a large heat capacitance have a tendency for the temperature of the top surface not to
reach 220 °C under many heating conditions. Figure [1.10 should, therefore, be selected and

the temperature profile to be applied shall be detailed in the relevant specifications.

10s+t1s

240 °C max. <7
4
© 235 °C
<
£
o
[

/‘j 100 °C to 160 °C
— 1 minto2min
Figure 11.9 — Temperature profile of infrared nvection

reflow soldering {conditi

225%\4 ]

0

Q 100 °C to 160 °C
<€ »
\\/1 min to 2 min

rawre

em

Time
IEC 1758/01

se 11.10 — Temperature profile of infrared convection and
convection reflow soldering (condition I-B)

1113.2(_Temperature profile of vapour-phase soldering

lo

[N Lo ' H 41 L 1ol : Y+ AV £
SJIUUI nmedatnmTy usiitg uie vapuUur=piTtastt SUTUCTTITTY SPTUITITU TIT U J2 ) Ul

according to the temperature profile shown in figure 11.11.

o N 4 TN £
£.9.9 Slidll Ut PUIIUIIIIUd
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40st4ds

215°C+£5°C

Température

/’j 100 °C 4 160 °C

i A
Lad

1 min a 2 min

La méthode d’'immersion dans un bain de soudure illustrée b > 2 S
exactement aux critéres de brasage a la vague réel }s
dans I’espace entre la carte imprimée et le corps des(CM&au c® ) l.
Eh conséquence, la température du CMS au cours ASAgR 2 S inféri a lla
tgmpérature obtenue durant la métho la

éthode d’immersion est exécutée pob e,

température du corps du dispositif devi la

éthode de brasage a la vague. Lorsque Ssont\de grande taille, comme les QFP et Igs

QJFJ, I'écart pourrait étre de 50 °C a 80 e
illustrée a la figure 2 du pog e
spudage. Les craquelures G
a(la premiere interface g

La figure I11.13 il éle
alla premiére int ce e
élléevation (hauteur e m
(3 l'exclusion de : Si
I'¢paisseur du _co a
condition I-A/est\utilisg ode de brasage a la vague peut étre omise. De la méme
fgcon, lorsgusa I'épaiss a#5se 3,0 mm et le chauffage de la soudure de la condition 1{B
et utilis€ a_ ey 8 brasage a la vague peut aussi étre omise. Dans le cas des CMS
ayant unexélévay; dépassant 0,5 mm (voir figure 11.14) ou possédant un dissipateur, |e
brasage a la e peut pas étre omis parce que la température de leur corps et
slipérieure @’celleNndiquée a la figure 11.13.

Support
[\

Bain de soudure

S LLTTCETTTTELLT) /

IEC 1760/01

Figure 11.12 — Méthode d’immersion dans un bain de soudure
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40st4ds

215°C+£5°C

femperature

P

_/ >
« >

1 min to 2 min

U "L 10 ToU "L

Figure 11.11 — Temperature profile of vapour-phase solde

11§3.3 Heating method by wave-soldering

The method of immersion into a solder bath as show i ]27does not correspond
exactly with real wave soldering criteria becauge der does not enter the gap
b¢tween the PCB and the SMD's

tdmperature of the SMD during real dering is~lgwer than that during the immersign
method into a solder bath. When the immersis is performed for ICs and LSIs having
allarge heat capacity, the device's bod omes higher than that resulting fro

the wave-soldering method, by betwe R 9 . When SMDs are large, such as

QFP and QFJ, the differerftia and 80 °C. Consequently, the wav-
s Iderlng method as sho 1Y3) of 2.3.4 shall be performed for the
‘ S ed by rapid temperature rise at the first

Figure 11.13 sho alati ip™k gsen the thickness of the SMD's body and the peak
tgmperature at the 8 p gach type of solder heating. In SMDs having a stanf-
off (the height b bottqm of/the SMD's body and the bottom of the lead pin) of legs
than 0,5 mm mal resistance SMDs having a heat sink), if the body
thickness of 4 > 230 mm and solder heating by condition I-A is used, the wavg
s Iderln 9 ' omitted. Similarly, when the thickness exceeds 3,0 mm and solder
used, the wave-soldering method can also be omitted. For SMDs
exceeding 0,5 mm (see figure 11.14) or having a heat sink, wave-soldering
d begause their body temperature will be higher than that shown in figufe

v

having a stand-of
cannot be omiite
1113.

Jig

[[ W~

Solder bath

LT /

IEC 1760/01

Figure 11.12 — Immersion method into solder bath
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260 =
250
Brasage par fusion par convection IR
et par convection (condition |-A)
240
0 20|
(0]
@ 3
S8 220
35
o £
Eg
_g g 210 —Brasage par fusion
g- o par convection IR et pa
© g convection (condition I-B)
== 200 |-
190 |- Brasage a la vague
(condition I1I-B)
180 ] [ 1

1
3\/},5

IEC 1761/01

nvection infrarouge

L Sarte imprimée Elévation supérieure
Carte imprimée

La soudure fondue est

entrée dans I'espace

IEC 1762/01 IEC 1763/01

Figure 11.14b — Supérieure

NOTE Le différentiende tetmpérature du CMS est dépendant de la hauteur de I'élévation.

Figure 11.14 — Température dans le corps du CMS durant le brasage a la vague
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260 =
250
IR convection and convection
reflow soldering (condition |-A)
240
= 1

230 |-
R
[0
g § 220
@©
25

C

E = 210 | = IR convection and
x = convection reflow
o Q soldering (condition I-B
¢€ L0l g ( )

190 |—= Wave-solderin

(condition I11-B)
180 1 (\ - 1 /\
2[5 U 3 3,5
Rickress okSMDs\ mm IEC 1761/01

Higher stand-off

Molten solder entered

into the gap

IEC 1762/01 IEC 1763/01

Figure 11.14b — Higher

NOQTE ,The'reason for the differential of the SMD temperature depends on the height of the stand-off.

Figure 11.14 — Temperature in the body of the SMD during wave-soldering
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Page 56
CHAPITRE 3: ESSAIS CLIMATIQUES
Remplacer, a la page 70, I’article 5 existant par le nouvel article 5 suivant:

5 Etanchéité

5 4—BDéfiniti iréral
5/1.1 Unités de pression
Leé Systéme International d’Unités (SI) recommande I'utilisation du pagsal (Pa) 6 ité
df pression. Cependant, les unités communément utilisées sont I'aif e
bar (ou 1 atmospheére absolue = 1 bar = 105 Pa). L'unité utilisée d& Qi
es$t le pascal, le bar étant utilisé comme alternative.
511.2 Taux de fuite normalisé
Lé taux de fuite normalisé est défini comme étant la i o °C exprimée ¢n
pascals (bars) centimétres cubes s’écoulant par se¢donde.a tra fuite ou des chemins
de¢ fuite multiples quand le coté a haute pressi z (1 Yar) et le coté a bassge
pression est a une pression inférieupe ou .. 953 bar). Le taux de fuife
nprmalisé doit étre exprimé en pas econde (bars centimétrgs
clibes par seconde).
5/1.3 Taux de fuite mesuré %
L¢ taux de fuite mesuré<RnHy ¢ 3fini_comme étant le taux de fuite d’un boitier donng,
esuré dans des conditions\spekeifié ef emplyant un moyen d’essai spécifié. Le taux de
fuite mesuré doit étre [exXprir® timretres cubes par seconde (bars centimétrgs
clibes par seco araison avec les taux déterminés par d’ autr}s
éthodes d’ess ; i Wrés-doivent étre convertis en taux de fuite normalis¢s
équivalents.
5/1.4 Taux de fujte\no
Le taux de f|te nornalisé alent (L) d’'un boitier donné, avec un taux de fuite mesufé
RlHe) € afi Rme e ant le taux de fuite du méme boitier avec la méme géométrie de
fuite, quitexistekaitdes es conditions normalisées de 5.1.2. La formule en 5.4.3 (qui ne
s’applique paswa.la cqndition d’essai 5.3) représente le rapport L/R et donne le taux de fuife
nprmalisé équivatent (L) du boitier avec un taux de fuite mesuré R(ye), lorsque le volume qu
boftier et des parametres de conditionnement de I'essai de fuite influencent la valeur mesurge
dé Ryey—Le taux de fuite normalisé équivalent doit étre exprimé en pascals centiméetres cubgs
par seconde (bars centimétres cubes par seconde).
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Page 57
CHAPTER 3: CLIMATIC TEST METHODS
Replace, on page 71, the existing clause 5 by the following new clause:

5 Sealing

1 General terms

1.1 Units of pressure

absolute atmosphere = 1 bar = 105 Pa). The unit used in this tes
tHe bar used as an alternative.

5]11.2 Standard leak rate

The standard leak rate is defined as that quantity of dry 3
centimeters flowing through a leak or multiple leak paths pexsesg

5

5

The International System of Units (SI) recommends the use of the pascga
p ’

1

ith

ic
e

side is at 105 Pa (1 bar) and the low-pressure side is a
(10-3 bar). The standard leak rate shall be exp pascals cubic centimetr¢s
pér second (bars cubic centimetres p

511.3 Measured leak rate

The measured leak rate R d
under specified conditiong” an le
slall be expressed in uni S
pér second). For the |purpose of Co pf
tdsting, the measured (ea

511.4 Equivale§ 17

The equivalent standard is
defined as the~lea st
under the s G St
condition » R ratio and gives the equivalent standard leak rate (L) of the
p}ckag f leak rate R(ne), where the package volume and leak test
conditioning~para 3 influence the measured value of Rye). The equivalent standard legk
rdte shall be<e d in units of units of pascals cubic centimetres per second (bars cublic
céntimeters\per secend).
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.2 Essai de pression a la bombe

Référence: CEl 60068-2-17.

Cet essai doit étre conforme a I'essai Ql, avec les prescriptions spécifiques suivantes:

liquide d’essai: 95 % d’alcool méthylique et 5 % d’eau, avec addition de détergent;
température du liquide d’essai: 25 °C £ 5 °C;
pression: 4.5-105 Pa (4.5 bar):

durée du conditionnement: 16 h;
liquide de nettoyage: eau désionisée;

reprise: entre deux jours et deux semaines.

DTE Il n’est pas recommandé d’utiliser cet essai pour les dispositifs a semicg
F| 60068-2-17).

3 Détection des microfuites: méthode au krypton radioa

Eférence: néant.

513.1 Objet
Determiner le taux de fuite d’'un composant & e
rgyonnement dans le composant ap e

5{3.2.1 Les valeu: ) ¥hées sont applicables lorsque le krypton 85 efst
ufilisé comme gag trace ¢ limite de taux de fuite normalisé équivalent de l'ordfe
d¢ 5 x 10-3 Parem 0 8 bar-cm3-s—1). L'utilisation d’autres gaz traceurs nécessiterait
d )

5
L
d
d

crfl}mblnalson de ces

U gaz traceur dans le composant.

ptte  méthode est
hérmétiquement dans de e
i fts

érieurs a 1 Pa-cm3-g-1

3.2 Descript@é

equipemenipou cepessai comporte un réservoir de gaz traceur radioactif d’activation et yn
spositif de~comptage d’'une sensibilité suffisante pour déterminer le niveau de rayonnemept

L!

Eqlipement fonctionne avec un mélange de gaz traceurs constitué d’azote sec et de krypton 85

ayant une activité spécifiée (minimum: 100 pCi-cm-3) dans des conditions atmosphériques
normales.
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5.2 Bomb pressure test
Reference: IEC 60068-2-17.

This test shall be in accordance with test Ql, with the following specific requirements:

— test liquid: 95 % methyl alcohol and 5 % water mixture, with addition of a detergent;
— temperature of the test liquid: 25 °C + 5 °C;

5D L

- MITOSSUIT. 4,5 16"’ mrd \4,5 Il.)dl),

—| duration of conditioning: 16 h;

—| cleaning liquid: de-ionized water;

—| recovery: between two days and two weeks.

NOTE The use of this test is not recommended for semiconductor devices (see ag o |IEG60868-237).

5{3 Fine leak detection: radioactive krypton method

Reference: none.

5/3.1 Object
T > the radiation level present
wjthin the device after it has been p iz& 2 suitable radioactive tracpr
gas.
This method is intended to be specif h are designed to be hermetically
se¢aled in glass, metal or g€ of) encapsulations and is suitable fpr
equivalent standard leak

are applicable for krypton 85 tracer gas and fpr

order of 5 x 10-3 Pa-cm3:s—1 (5 x 10-8 bar-cm3-s—1

5/3.2 General descripti
5/3.2.1 The m@ 8

e Q
T quire other numerical values.

ne equipmient operates with a tracer gas mixture of dry nitrogen and krypton 85 with
specified activity (minimum: 100 uCi-cm-3)under standard atmospheric conditions.

~
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Les instructions pour l'utilisation de l'appareillage de détection des fuites fournies par

le

fabricant de I'appareil doivent étre suivies pour I'étalonnage et la mise en fonctionnement de
I'appareil. Les résultats d’essai obtenus dans des conditions non préférentielles peuvent étre

comparés a ceux obtenus dans des conditions préférentielles par conversion a l'aide de
formule appropriée donnée dans ces instructions.

5.3.2.3 Parameétres d’activation

la

La pression d’activation et le temps d’imprégnation doivent étre déterminés selon I'équation

s{fiivanie (voir note ci-apres).

I’évaluation. Ce facteur dépend
cristal scintillateur.
5.3.2.4;

Tl
n
S
oN

|

o
o2
®
»
~—
)

°
=t
®
»

@
o

déterminée\panspé [ 4 bien, si un temps d’imprégnation convenable (T) a é

détermiriéxla\pressi activation (Pg) peut étre ajustée pour satisfaire a I’équation (1);
T est emps RNimpréghation pendant lequel les dispositifs doivent étre activés, ¢
h
t est la ion des heures en secondes, qui équivaut a 3 600 secondes par heure.
NOTE La forme compléte’de I'équation (1) contient au numérateur un facteur Py2 — (AP)2 qui est un facteur

cqrrection nelatif a l'altitude au-dessus du niveau de la mer. Py est la pression absolue, en pascals (bars),
niyeau de.la mer, et AP la différence de pression, en pascals (bars), entre la pression réelle au lieu d’essai et
pressian au niveau de la mer. Dans le présent essai, on néglige ce facteur.

=—= ("
° skPTt

o}

Q[ est le taux de fuite maximal autorisé, pour le dispositif sptis\& ‘cm3-st1
(bar-cm3-s—1) Kr;

R est le nombre de coups par minute au-dessus d q anrésiduel ambiant aprés
activation si le taux de fuite du dispositif étai : Cette valepr
correspond a la limite de rejet au-dessus du u
composant, si ce dernier a subi antérieurement d radioactives;

s est I'activité spécifique, en microguries p e
systéme d’activation;

k est le rendement de comptage g a illateur en coups par minute pgr
microcurie de krypton 85 ayant pénétré savité interne du composant soumis|a

G]

e
0]
la

5.3.2.4 Deétermination du rendement de comptage (k)

Le rendement de comptage (k) de I’équation (1) doit étre déterminé comme suit.

a) Un exemplaire représentatif du type de dispositif a soumettre a I’essai doit &tre muni d’un
tube allant jusqu’a la cavité interne; celle-ci sera remplie au travers du tube, d’'un volume
connu de gaz traceur krypton 85 ayant une activité spécifique connue et le tube sera alors

scellé.

b) Le nombre de coups par minute est directement indiqué par le cristal scintillateur de

I’équipement de comptage avec lequel les dispositifs sont soumis a I'essai.

A partir de cette valeur, on calculera le rendement de comptage en coups par minute par

microcurie.
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Instructions for the use of the leak testing equipment, as supplied by the manufacturer of the
equipment, shall be followed in calibrating and operating the equipment. Test results obtained
under non-preferred conditions can be compared with those under preferred conditions by
conversion through the appropriate formula given in these instructions.

5.3.2.3 Activation parameters

The activation pressure and soak time shall be determined in accordance with the following
equation (see note below).

Q

T = T

R
skPTt

S

1)

here

L is the maximum leak rate allowable for the device to be tested, in Pa
is the counts per minute above the ambient backgroung aftex activa ite
leak rate were exactly equal to Qg. This is the reject count abqw pf
both the counting equipment and the component if\j en\throagh previodlis
radioactive leak tests;
is the specific activity, in microcuries per cubi e
activation system;
is the overall counting efficiency of the sci e
microcurie of krypton 85 in 4 inte g
evaluated. This factor depends Hp e
scintillation crystal. The counting h
5.3.2.4.

=P% - P?,

here

le

L is the absolute i
internal pr ¢
established 8P

activation pre

is the soak {m

is the gonve
DTE The' Ce tion (1) contains a factor Py2 — (AP)2 in the numerator which is a correctipn
Ctor for ~elevathe evel. Py is the sea level absolute pressure, in pascals (bars), and AP is the
ference in Pressures, pa Is (bars), between the actual pressure at the test station and sea-level pressufe.
r the purposes ®f this test, this factor is neglected.

3.2.4_“Determination of the counting efficiency (k)

neleounting efficiency (k) of equation (1) shall be determined as follows.

a) A representative unit of the device type to be tested shall be provided with a tube to its

internal cavity and the cavity shall be backfilled through the tube with known volume and
specific activity of krypton 85 tracer gas and the tubulation should be sealed off.

b) The counts per minute in the shielded scintillation crystal of the counting station in which

the devices are tested shall be directly read.

From this value, the counting efficiency in counts per minute per microcurie shall be
calculated.
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5.3.2.5 Evaluation de la surface de sorption

Pour chaque type d’encapsulation a soumettre aux essais, on détermine la surface de
sorption de krypton 85 dans les revétements et scellements externes, avant de déterminer les
parameétres de I'essai de fuites. Des échantillons représentatifs des dispositifs doivent étre

soumis a la pression prédéterminée et a des conditions de temps établies pour

la

configuration du composant, comme spécifié en 5.3.2.2 et 5.3.2.3. Le taux de comptage des
échantillons est noté toutes les 10 minutes, jusqu’'a ce qu’il devienne constant. Le temps

écoulé doit étre noté et représente le «temps d’attente» spécifié en 5.3.4.

513.3 Précautions concernant le personnel

rddioactif.

NOQTE Les boitiers de grandes dimensions et présentant des fuites franches <peuV eni Ssivemgq
radioactifs.

5]3.4 Procédure d’essai

élange de krypton 85 et d’azote sec Pe 3 ainitium. La valeur R en coups p
inute ne doit pas étre inférieure 3 du nombre de coups résiduels. |

alors retirés de
I'introduction de

les fuites contrélées dans I’heure qui sy

5 doit étre respecté mais le temps s’écoulant entre
ai ne doit en aucun cas dépasser 1 h.

(nombre de coups réels par minute) x Qg
R

Q=

Illconvient de suivre les réglements nationaux applicables concernant ation 'de gaz

un

ar
e
it

nt
it

e

0
Q est le taux de fuite réel, en Pa@m33~1 (bar@m33-1);
Qs et R sont définis en 5.3.2.3.
5.3.5 Conditions spécifiées

Limite du taux de fuite.
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5

.3.2.5 Evaluation of the surface sorption

For each type of encapsulation to be tested, the coatings and external sealants shall be
evaluated for surface sorption of krypton 85 before establishing the leak test parameters.
Representative samples of the devices shall be subjected to the predetermined pressure and
time conditions established for the device configuration, as specified in 5.3.2.2 and 5.3.2.3.
The count rate of the samples shall then be noted every 10 min, until it becomes constant.
The elapsed time shall be noted and is the “wait time” as specified in 5.3.4.

5
A

N
5
T
e
d
T
8
n
e
e

T
rg

w
Q

¢termined in accordance with 5.3.2.3.

3-3—Personnelprecautions

bplicable national regulations for the use of radioactive gas should be followed.

DTE Large packages with gross leaks may become excessively radioactive.

3.4 Procedure

acuated to at least 50 Pa (5010-4 bar).

ne devices shall be subjected to a minimum of 2-1
b/dry nitrogen mixture for a minimum of 12 mip-

ne activation tank shall then be backfilléd>wi i j . i
moved from the activatio leak tested within™ h after gas exposure.

(actual readout in net counts per minute) x Qg
R

here
is_the actual leak rate, in Pa-cm3-s—1 (bar-cm3-s—1);

QIS and R are defined in 5.3.2.3.

5
Li

.3.5 Specified conditions

mit of the leak rate.

d
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5.3.6 Détection de fuites franches

A la suite de cet essai, I'absence de fuites franches doit étre vérifiée par 'une des méthodes

décrites en 5.5 a 5.8.

5.4 Détection des microfuites: méthode d’essai au gaz traceur (hélium)
au moyen d’un spectrographe de masse

Référence: CEl 60068-2-17.

Cet essai doit étre conforme a I'’essai Qk, avec les prescriptions spécifiques suivantes.

5l4.1 Généralités

Cpt essai est applicable uniquement aux dispositifs a cavité.

q
dlimprégnation.

Cet essai doit étre réalisé conformg
spécifiques décrites ci-apres.

5/4.2 Méthode 1: composants non rem
Méthode fixe

Pfrocédure:
a] Déterminer ou éval
classe applicable:
<0,05 cm3

>0,05 cm3 - <0

c] L’essai~de fuites franches doit étre réalisé aprés la détection des microfuites.

Le-tableau 7 ci-aprés énumeére les prescriptions couvrant la plupart des applications. Po
les-autres applications, la méthode flexible de 5.4.3 peut étre utilisée. Le temps de ven
lation maximal doit étre de 1 h

selon les exigences

Llessai Qk, tel qu’il est défini dans la CEI 60068-2-17, est destiné a.&tre Qpp e a tous l¢s
mlodéles de boitiers a cavité, dont la robustesse mécaniqu ion\dg’la taille, du
rgpport entre I'épaisseur des parois et leur surface, du a construction, etc., ¢e

Gii exclut l'utilisation d’'une seule valeur de pression poeur ceurdors de la phase

a

te
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5.3.6 Gross leak detection

Subsequent to this test, the absence of gross leaks shall be checked by using one of the
methods described in 5.5 to 5.8.

5.4 Fine leak detection: tracer gas (helium) method with mass spectrometer

Reference: IEC 60068-2-17.

T HO—Y P} 1l H Il Ry N ) r-oul H 4 H n
o ICo LU oSliadll VT 1T dLLUTUATTUT WILIT ICoU GIR, WILIT UTT TUTMTOWITTY SpPTUITIUC TTUUITTITITIIS.

541 General

This test is applicable to cavity devices only.

S

ea rat|o material, construction, etc., and hence exclude s

essure for the impregnation step.

The test shall be performed in accordance with IEC with Yhe following specific
rgquirements.

Pfrocedure:

a) Determine or assess th
applicable range:

<0,05 cm3

=0,06cm3-<05¢c
20,5cm3-<

=>1,0 cm3 - <10,¢n

b] The accedptab leak rate meter is given in terms of helium leak rate R(ye)

c] The Il bé performed after the fine leak detection
Table WIS egqliirements covering most application cases. For other applicationjs,
the flexibledxethod in 5.4.3 may be used. The maximum ventilation time shall be 1 h.
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